	تاريخ     

26/10/83
	عنوان پروژه:

طراحي، ساخت و مشخصه يابي اتصالات آلياژ-نيمه هادي واتصالات آلياژ-عايق-نيمه هادي(AMOS)

	چکيده

ادامه روند كوچكتركردن ترانزيستورهاي MOSمستلزم معرفي عايقهاي جديدي با ثابت دي الكتريك بالا(High-k) است. استفاده از عايقهاي High-k نيازمند معرفي مواد جديدي بعنوان الكترود گيت است كه استفاده از آنها هم از نظر سازگاري با عايق گيت و هم از نظر عدم ايجاد پديده تخليه گيت كه در گيتهاي پلي سيليكاني رخ مي دهد لازم است. اين مواد بايد قابليت تنظيم تابع كار را براي استفاده در گيت MOS دارا باشند. 

    در اين تحقيق ابتدا موادي را كه بعنوان الكترود گيت و يا عايق گيت كاربرد دارند ، يا مورد آزمايش قرار گرفته اند، بررسي خواهيم كرد. در ادامه سيستمي را براي لايه نشاني آلياژهاي فلزي طراحي، ساخت و كاليبره خواهيم كرد. اين سيستم كنترل ضخامت و سرعت لايه نشاني را از بوته هايي با مواد مختلف انجام مي دهد. سپس ساخت و تست يك CV متر را خواهيم ديد كه از آن در مشخصه يابي اتصالات ساخته شده استفاده مي كنيم. در نهايت نتايج حاصل از ساخت و مشخصه يابي اتصالات آلياژفلز-عايق-نيمه هادي(AMOS) و اتصالات شاتكي آلياژي را خواهيم ديد و نشان خواهيم داد كه با استفاده از روش پيشنهادي كه همان استفاده از آلياژ در گيت MOS و در پيوندهاي شاتكي مي باشد و با بكارگيري سيستم لايه نشاني آلياژ ساخته شده براي لايه نشاني آلياژ، مي توان خصوصا پارامتر ارتفاع سدپتانسيل را در اتصالات شاتكي آلياژي تنظيم نمود. پارامترهاي مورد بررسي، ولتاژ فلت باند در مورد اتصالات MOS و ارتفاع سد پتانسيل در مورد ديودهاي شاتكي است. 
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